| vantaggi del nuovo contenitore SOT-93
che sostituisce il “vecchio” TO-3 nei

transistori di potenza

— Esempio d’impiego
— Sistemi di montaggio

La nuova serie di transistori di potenza per amplificatori b.f. Hi-Fi, per alimentatori a commu-
tazione (SMPS) e per stadi finali di riga per televisione ha un nuovo contenitore: il SOT-93
che sostituisce I'ormai "vecchio” TO-3. In questa nota se ne sottolineano i vantaggi, e se ne
da un esempio d'impiego in un amplificatore Hi-Fi da 50 W.

1. - INTRODUZIONE

Alcuni transistori b.f. di largo impiego, aventi fino
ad oggi il contenitore SOT-3 (meglio noto come TO-3),
vengono ora presentati in un contenitore di plastica
(silicone), contraddistinto con la sigla SOT-93. Que-
sto nuovo contenitore (fig. 1) deve considerarsi il mi-
glior sistema di chiusura ermetica in plastica fino ad

oggi conosciuto. Combina infatti felicemente fattori

economici, grande sicurezza di funzionamento e ridot-
ta «fatiga» termica. Queste due ultime caratteristiche
sono state ottenute grazie all'impiego di due noti pro-
cessi tecnologici: la saldatura eutettica e la passivazio-
ne del cristallo

I fattori economici a cui abbiamo accennato pilu
sopra riguardano la velocita di assemblaggio che que-
sto contenitore consente di realizzare in sede di fabbri-
cazione del transistore; in particolare, possono essere
rese completamente automatiche, la saldatura eutetti-
ca e quella ad ultrasuoni impiegata per unire i termi-
nali alle parti attive del cristallo.

Nella tabella 1 e 2 presentiamo l’attuale gamma di
transistori di potenza in contenitore SOT-93 unitamen-
te ai loro dati caratteristici essenziali.

2. - TECNOLOGIA COSTRUTTIVA DEL CONTENITORE
SOT-93

In un transistore convenzionale, il cristallo viene
saldato sulla base di montaggio mediante una lega
stagno/piombo. La piccola quantita di aria che inevi-
tabilmente rimane "intrappolata” in questo tipo di
saldatura ¢ la causa di quelle notevoli variazioni dei
valori di tolleranza della resistenza termica tra il cri-
stallo e la relativa base di montaggio. All'intrappola-
mento di queste piccole "bolle” di aria vanno anche
attribuite quelle minuscole aree del cristallo che assu-
mono temperature molto elevate.

I suddetti inconvenienti vengono eliminati con il
sistema della cosiddetta "saldatura dura” impiegata
nella costruzione del contenitore SOT-93; questa par-
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Fig. 2 - Strato di oro depositato sulle basi di montaggio
det transistori ancora sul pettine; su queste aree verranno
fatti combaciare i cristalli dei transistori.

Fig. 1 - Struttura interna di un transistore di potenza con
il nuovo contenitore SOT-93. 1 = cristallo ricoperto in vetro
(e cioé passivato). 2 = giuntura eutettica oro/silicio. 3 =
pettine di rame. 4 = filo di collegamento in alluminio.
5 = saldatura ad ultrasuoni dei fili di collegamentc. 6 =
capsula in silicone speciale. 7 = terminali di rame stagnato.

Fig. 4 - I fili di collegamento tra emettitore e base del cri-
stallo e i rispettivi terminali vengono saldati alle corrispon-
denti aree attive del cristallo mediante saldatura ad ultra-
suoni.

Fig. 3 - Fissaggio del cristallo con saldatura eutettica sullo
strato di oro precedentemente depositato sulla base di
montaggio del transistore.
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Fig. 5 - Prima di essere separati dal pettine, i transistori
vengono incapsulati con una speciale resina al silicone.



Fig. 6 - Due transistori in SOT-93 separati dal pettine. |
terminali vengono immersi in un bagno di stagno. Il col-
lettore (cristallo) risulta ovviamente collegato alla base
di montaggio del transistore (terminale centrale).

ticolare saldatura permette di ottenere un accoppia-
mento termico omogeneo e perfetto tra cristallo e
base di montaggio. Il processo della “saldatura dura”
avviene in questa maniera.

Inizialmente si provvede a depositare sul retro del

cristallo passivato un sottile strato di oro; un equi-
valente strato di oro verra depositato anche sulla su-
perficie nichelata della base di montaggio (in rame)
sulla quale verra sistemato il cristallo (fig 2). In una
fase successiva, il cristallo viene pressato sulla base di
montaggio; l'insieme base di montaggio/cristallo vie-
ne quindi riscaldato e durante questa operazione il
cristallo viene come "sfregato” contro lo strato di oro
della base di montaggio. E’ in questa maniera che tra
cristallo e base di montaggio viene formata la “saldatura
eutettica” (fig. 3).

Successivamente si provvede a collegare mediante
fili di alluminio le aree metallizzate (alluminio) della
base e dell’emettitore del cristallo ai corrispondenti
terminali del contenitore. Questi fili di collegamento
vengono saldati nelle rispettive sedi mediante ultra-
suoni (fig. 4). La saldatura ad ultrasuoni assicura,
com’¢ noto, una bassa resistenza termica di questi
punti di saldatura.

A questo punto, si provvede a incapsulare il tran-
sistore nel contenitore di plastica al silicone (fig. 5).
Questo materiale ¢ puro e possiede un coefficiente di
dilatazione termica tale per cui tutto l'insieme rimar-
ra rigido in tutte le condizioni termiche in cui il tran-
sistore verra ad operare.

I transistori incapsulati vengono infine separati dal
pettine (fig. 6) e i loro terminali (base, collettore, emet-
titore) vengono immersi in un bagno di stagno fuso
onde assicurare una perfetta saldatura quando verran-
no montati nel circuito.

Tabella 1 - TRANSISTORI IN CONTENITORE SOT-93 PER STADI FINALI AUDIO

£1 min/(Enee)

VCBO max vCEO max ICM max Pxo( max Tj max hFE tip

A" A" A w °C MHz/kHz
BDVé64 p-n-p —60 —60 \
BDVé65 n-p-n 60 60 /
BDV64A  pnp  —80 —80 , 15 125 150 >1000 100 (p-n-p)
BDV65A  n-pn 80 80 conl.=5A 70 (n-p-n)
BDV64B pnp —100 —100 \ ==
BDV65B n-pn 100 100
BDV9I1 n-p-n 60 60
BDV92 pn-p —60 —60 ’
BDV93 n-p-n 80 80 | 20 90 150 >20 4
BDV9%4 pnp —80 —80 [ - ‘

conlc=4A

BDV95  npn 100 100 \ Ve =4V
BDV9% pn-p —100 —100

Tabella 2 - TRANSISTORI IN CONTENITORE SOT-93 PER STADI FINALI DI RIGA E PER ALIMENTATORI A

COMMUTAZIONE .
VCESM max VCEO max ICM max Ptot max vCEsax max tf tip hFF_ tip
A" \Y% A w A" us (0,6 A)
BU426 n-p-n 800 375
BU426A npn 900 400 8 0 15 0.3 30
BU433 n-p-n 800 375 8 70 1,5 0,45 40
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Fig. 7 - Schema elettrico dell’amplificatore Hi- Fi* da 50 W; nello stadio finale sono stati impiegati i transistori Darlington
BDV 64A e BDV 65A in contenitore SOT-93. TR5 ¢ in contatto termico con il radiatore.

3. - ESEMPIO D’'IMPIEGO DEI TRANSISTOR! BDV 64A
E BDV65A IN UN AMPLIFICATORE Hi-Fi CON
POTENZA DI USCITA DI 50 W

Lo schema elettrico di questo amplificatore & ripor-

spondenti transistori in contenitore TO-3. Cio si-
gnifica in pratica che l'amplificatore pud soppor-
tare con tutto "riposo e sicurezza” sia l'urto di ten-
sione al momento della sua messa in funzione
(collegamento dell’alimentazione) sia fenomeni di

tato in fig. 7. In questo caso i transistori impiegati
nello stadio finale sono i darlington BDV 64A (PNP)
e BDV 65A (NPN), collegati in una configurazione com-
plementare. La potenza fornita da questo stadio finale
€ 50 W. Per eliminare il condensatore d’accoppiamento
dello stadio finale con l'altoparlante, e di conseguenza
per ottenere una ottima risposta alle basse frequenze,
tutto 'amplificatore & stato progettato per essere ali-
mentato con una tensione di alimentazione con presa
centrale (alimentazione + /—simmetrica). La contro-
reazione in c.c. sara applicata pertanto ad uno stadio
d’ingresso differenziale; e cio allo scopo di neutralizza-
re I’'eventuale corrente continua che potrebbe circolare
nella bobina mobile dell’altoparlante qualora i valori
di tensione di alimentazione (+ e — rispettivamente)
non fossero. esattamente uguali e simmetrici, nel qual
caso il punto E (punto di collegamento dell’altoparlan-
te) non sarebbe a 0 V.

L’amplificatore puo essere munito di un circuito di
protezione contro eventuali sovraccarichi che potreb-
bero verificarsi nello stadio finale (fig. 8). E’ inoltre
dimensionato in modo da avere un funzionamento sta-
bile (immune quindi dall’entrare in autooscillazione)
nel caso in cui venissero collegati all'uscita carichi di
natura complessa, cosa che pud succedere quando ve-
nissero collegati altoparlanti elettrostatici.

In questo particolare impiego, i vantaggi che que-
sti transistori in contenitore SOT-93 offrono rispetto
ai loro corrispondenti (per es. BDX 64 e BDX 65) mon-
tati in un contenitore TO-3 si possono cosi riassumere:

— Come risulta evidente dalla tabella 4, i transistori
con contenitore SOT-93 possono "trattare” potenze
fino a 5 volte superiori a quelle trattate dai corri-
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sovrapilotaggio ed eventuali cortocircuiti dei mor-
setti di uscita.

diatore diventa pilt semplice.
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La resistenza termica tra giunzione e base di mon-
taggio del SOT-93 & del 30 per cento inferiore a

protezzone dei transistori finali del-



3.1 - ESAME PIU’ DETTAGLIATO DEL CIRCUITO DEL-
L’AMPLIFICATORE

Esaminiamo piu da vicino il circuito di fig. 7. Il
circuito aggiuntivo riportato in fig. 8 & il classico
circuito di protezione, inseribile nel circuito dell’ampli-
ficatore nei punti corrispondenti alle lettere riportate:
i morsetti di uscita potranno anche accidentalmente
trovarsi in corto, ma i transistori finali hon rimarranno
danneggiati.

Il segnale fornito dalla coppia complementare fi-
nale & accoppiato direttamentte (in c.c.) all'altopar-
lante. Vantaggi: economia (l’elettrolitico costa) e mi-
gliore risposta alle basse frequenze. Cio richiede pero
due tensioni di alimentazione uguali e contrarie (ali-
mentazione con presa centrale); inoltre, la "tensione”
sulla presa centrale (e cioé¢ tensione zero o massa)
dovra essere rigorosamente stabilizzata in modo che,
in nessun caso, come accennato precedentemente, si
abbia circolazione di corrente nella bobina mobile del-
l'altoparlante. Cio si ottiene applicando l'eventuale va-
riazione in pitt o in meno rispetto massa (tensione
off-set), presente sulla presa centrale, ad una delle
basi di uno stadio differenziale presente all'ingresso.
Questa stabilizzazione si rende necessaria quando lo
amplificatore deve funzionare con un altoparlante sta-
tico collegato tramite un trasformatore con primario
a resistenza ohmica molto bassa ma reale.

Esiste in ogni modo la possibilita che nella bobina
mobile dell’altoparlante circoli corrente continua nel
caso in cui una delle due linee di alimentaziore venga
interrotta. E’ questo il motivo per cui occorrera in-
serire nelle due suddette linee (positiva e negativa ri-
spettivamente) un fusibile da 2 A.

Lo stadio d’ingresso differenziale ¢ formato da TR1
¢ TR2; i due emettitori sono collegati al collettore di
TR3 che funziona da ”sorgente di corrente’” da 1 maA.

Le inevitabili differenze di guadagno esistenti tra
i due transistori della coppia differenziale (cioe TR1 e
TR2), potranno produrre differenti cadute di tensioni
ai capi dei resistori R2 e R17. Impiegando pero per la
coppia differenziale il tipo BC 547C e facendolo lavora-
re con una corrente di collettore di 0,5 mA; inoltre,
assegnando ai resistori R2/917 il valore di 22 kQ, le
suddette differenze di tensioni potranno essere ridot-
te a valori del tutto trascurabili.

Il guadagno in alternata dell’amplificatore & deter-
minato dal rapporto tra i resistori (R1 + R2)/R2 e
(R17 + RI18)/R18. La stabilita complessiva del mede-
simo ¢ determinata invece dai gruppi R-C R3/C4,
R16/C7, R19/C9 ed infine da R1 e C5.

I1 segnale d’uscita dallo stadio differenziale & col-
legato alla base di TR4; quest’ultimo lavora come pilota
in’classe A” con TR6 che funziona da sorgente di corren-
te di collettore con valore di 7 mA.

Lo stadio finale a simmetria complementare lavora
in "classe AB” e ha una corrente di riposo di 50 mA.
Questo valore di corrente viene fissato dal trimmer
R11 ed é termicamente stabilizzato dalla Ve di TRS
che, dipendendo dalla temperatura, ¢ in grado di con-
trastare le variazioni della tensione base-emettitore
dei transistori finali. La stabilitd della corrente di
collettore dei transistori finali contro le variazioni
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Fig. 9 - Distorsione in funzione della potenza nell’ ampli-
ficatore di fig. 7.

della temperatura ¢ inoltre assicurata dal fatto che
TR5 viene posto in contatto termico con il radiatore
dove sono montati i transistori finali medesimi e che
inoltre vengono inseriti negli emettitori di quest’ultimi
resistori da 0,5 Q.

L’induttore da 4 pH, con in parailelo R20, entrambi
posti in serie alla bobina mobile dell’altoparlante im-
pediscono l'insorgere di eventuali fenomeni di insta-
bilita che potrebbero verificarsi nel caso di carichi
capacitivi, quali per esempio, quelli forniti da altopar-
lanti elettrostatici.

Fig. 10 - Esempio d'impiego dei transistori BDV 64A e
BDV 65A in uno stadio finale di un amplificatore Hi-FI.
(Per cortesia della ditta Bang e Olufsen A/S/ Danimarca).

199



3.2 - ESEMPIO DI CALCOLO DEI PARAMETRI PIU’
SIGNIFICATIVI DI QUESTO AMPLIFICATORE

Il valore di picco della corrente di collettore dei
transistori TR7 e TR8 alla potenza Po = 50 W ¢, con
un carico R = 4 Q,

2x50
Ic = —_——— = 5A
4

In corrispondenza di questo valore di picco della
corrente di collettore, il minimo hs dei transistori fi-
nali ammontera a 1000; pertanto, la corrente di pilo-
taggio di base che dovra essere fornita da TR4 avra il
valore di 5 mA (infatti 5x 10°x 10° = 5 A).

Il valore minimo della tensione di alitnentazione
in condizioni di massimo carico é:

* Veemin = Vierdite + Vo = Viaaie + V(2 PDXR_—)

La tensione perduta massima & circa 7 V. Il valore
minimo della tensione di alimentazione, in condizioni
di massimo carico, sara:

+ Vecmin = 7 + \/’(100x4)=127V

Supponendo di impiegare una tensione di alimen-
tazione non stabilizzata con una fluttuazione del 15%
(questa percentuale viene definita nella seguente ma-
niera: 100 (Veco — Ve)/Vw), il valore reale della ten-
sione di alimentazione, a pieno carico sara:

27
* Voo = —— = = 32 V.
0,85

La massima dissipazione di collettore (valore me-
dio) si ha quando la potenza dissipata in entrambi i
transistori e uguale alla potenza trasferita nel carico.
Impiegando come segnale di prova, un segnale sinusoi-
dale, cio si verifica in corrispondenza del 40% e cioe
(2/xm)* della massima potenza nel carico.

I1 livello della tensione di alimentazione per questo
valore del carico é:

Vee (2/m) = 09 Vo = 288V

Tenendo in considerazione un 10% di tolleranza nel-
la tensione di rete, e un 20% di tolleranza nel carico,
la massima dissipazione nel transistore finale TR8 po-
tra avere il seguente valore:

(1,1 x 28,8)
P: = =275W
‘Itz (0,8 RL -+ R]s)

La dissipazione nell’altro transistore finale, e cio¢
in TR7, avra un valore leggermente inferiore a quello
di TR8; in pratica perd potra essere considerata uguale
a quella di TRS.

200

Nel caso la temperatura alla giunzione assumesse il
valore di 150 °C e la temperatura dell’aria dell’ambiente
avesse il valore di 45“C, la resistenza termica comples-
siva tra giunzione del transistore e aria circostante non
dovra superare il valore di

T max = Tams 150 — 45
Rij-amn = = = 3,8°C/W
Pi e 275

Il valore della resistenza termica tra radiatore ¢
ambiente (Rw..) e data da:

R,n ha = Rm joa R:n jeins = Rn. mb L

nella quale

-

R.sw. = resistenza termica tra radiatore e ambiente
Ruia = resistenza termica tra giunzione e ambiente
Ru e = resistenza termica tra giunzione e base di

. montaggio

R. = = resistenza termica tra base di montaggio e
radiatore di calore.

Per i transistori BDV 64A e BDV 65A, R o € 1 °C/W
e la Rumen € 0,8 °C/W nel caso in cui vengano impiegate
rondelle di mica e pasta al silicone (vedi appendice).
Pertanto, la resistenza termica del radiatore di ciascun
transistore finale dovra avere il valore di

Ran. = 38-1-0,8 = 2°C/W

Gli altri transistori dell’amplificatore non richiedo-
no radiatori di calore.

Tabella 3 - TRANSISTORI IN CONTENITORE SOT-93
RIUNITI SECONDO IL LORO TIPICO IM-
PIEGO

TIPO IMPIEGO

BDV64 BDV64A BDV64B Coppie darlington per stadi fi-

BDV65 BDV65A BDV65B nali complementari di potenza,
a guadagno elevato, per amplifi-
catori Hi-Fi con potenze d'uscita
fino a 50 W.

Coppie per stadi finali comple-
mentari di potenza per amplifi-
catori Hi-Fi con potenza d’uscita
fino a 35W.

Transistori per alte tensioni per
alimentatori a commutazione
per TV (convertitore tipo "fly-
back”)

Transistore per alte tensioni per
stadi finali di riga per TV o per
stadi finali di alimentatori a
commutazione (convertitore ti-
po "forward”)

BDV91 BDV93 BDV95
BDV92 BDV94 BDV96

BU426 BU426A

BU433
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Fig. 11 - I terminali del SOT-93 si trovano sullo stesso piano
di montaggio del transistore. I = punto sul quale si pud
esercitare una pressione per consentire il miglicr contatto
tra base di montaggio del transistore (collettore) e dissi-
patore di calore. 2 = superficie in diretto contatto con il

radiatore.
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Fig. 12 - Accessori per montaggio isolato del contenitore
SOT-93; a destra c’¢ la rondella isolante; a sinistra la

boccola per la vite di fissaggio.

4. - PRESTAZIONI DELL'AMPLIFICATORE

Si riferiscono all’amplificatore di fig. 7 con alto-

parlante da 4 Q.

alimentazione senza carico + 32V
alimentazione con carico + 27V
errore di tensione sul punto

intermedio 50 mV max
corrente di lavoro (c.c.) per TR3 1 mA
corrente di lavoro (c.c.) per TR1/TR2 0,5 mA
corrente di riposo (c.c.) di TR7/TR8 50 mA
impedenza d’ingresso 25 kQ
impedenza d’uscita 0,04 Q
guadagno (anello aperto) 771 dB
guadagno (anello chiuso) 27 dB
sensibilita d’'ingresso per P = 50W 600 mV
potenza d’uscita

(distorsione I1Ia armonica 0,5%) 50 W min

larghezza di banda della potenza
(distorsione IIla armonica

0,7% a - 1dB)

risposta in frequenza (a -1 dB)
livello riferimento P = 5W a

1 kHz) 20 Hz... 30 kHz

distorsione armonica complessiva

<20 Hz... >20 kHz

finoa P, = 50 W (f = 1 kHz) 0,1% max
(fig. 9)

distorsione per intermodulazione

aPo=50W 0,5% max

rapporto segnale disturbo 800 dB min

assorbimento di corrente alla

massima potenza +16A

7278433

Fig. 13 - Esempio di fissaggio di un contenitore SOT-93 mediante clip (56379). 1 = apertura reftangolare sul radiatore,
2 = bordo del radiatore, 3 = clip, 4 = i terminali possono essere collegati direttamente al circuito stampato
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APPENDICE

Regole generali per il montaggio dei transistori con
contenitore SOT-93

Innanzitutto non si dovranno esercitare forti sol-
lecitazioni meccaniche sui terminali ¢ sul contenitore
del transistore. Anche la caduta del transistore su una
superficie dura (cemento, ferro) pud danneggiare il
{ransistore.

Come gia accennato, ¢ possibile abbassare conside-
revolmente la resistenza termica tra base di montaggio
del transistore e radiatore di calore spalmando le due
superfici di contatto con paste al silicone. Nel caso di
montaggio con isolamento converra spalmare con la
suddetta pasta, la parte della mica che “guarda” il
contenitore e la faccia del contenitore a contatto con
la mica. Per cio che riguarda la saldatura del transi-
store al circuito si dovra distinguere:

b) saldatura con rormale saldators

La massima temperatura del saldatore non dovra
supcrare i 275°C. Il saldatore non dovra cssere
portato piu vicino di 3 mm dal contenitore e
Ia saldatura dei terminali non dovra durare piu
di 5 secondi.

I1 contenitore del transistore non dovra essere por-
tato a contatto con un corpo con temperatura supe-
riore a 200 °C. Il contenitore non dovra essere saldato
«l radiatore di calore dato che in questo la giunzione
verrebbe sottoposta ad una temperatura superiore a
quella prescritta. Non si deve correggere la posizione
del contenitore dopo che i suoi terminali sono stati
saldati al circuito.

Se ci si atterra alle regole sopraddette, la resisten-
v2 termica tra basc di montaggio e radiatore di calore
(R ws) avra i seguenti valori:

montaggio niontaggio
a) saldatura con bagno di stagno diretto con isolamento
L N tell ¢ «¢nza pasta al silicone
a ma551ma tgmperalu_ra del o stagno }159 non sul radiatore 0,8°C/W 2,2°C/W
potra superare i 260 °C; il contenitore dovra distare
almeno 5 mm dal bagno. I terminali non dovran- con pasta al silicore
no rimanere nel bagno di stagno piu di 7 secondi. sul radiatore 0,3°C/W 0,8°C/W
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Fig. 14 - Curve SOAR (Safe Operating ARea) a < 25°C. | = zona di funzionamento in c.c. Il = zona ammissibile per
funzionamento ad impulsi (1) = linea di Py mix € di P di picco (2) = zona limite secondo "breakdown”.

a destra per il BDV 64/64A/64B;
a sinistra per il BDV 65/65A/65B.
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Fig. 15 - Corrente di collettore in funzione della tensione emettitore-base. A destra per il BDV 64/64A/64B; a sinistra per il

BDV 65/65A/65B.
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Fig. 16 - Tensione di saturazione in funzione della corrente di collettore. A destra per il BDV 64/64A/64B; a sinistra per il

BDV 65/65A/65B.

Montaggio mediante clip

In sede di produzione di una data apparecchiatura
il montaggio dei transistori di potenza richiede in ge-
nerale un tempo considerevole se lo si raffronta alle
altre fasi di montaggio. Cid vale in particolare per il
“vecchio” TO-3.

Il nuovo TO-93 abbrevia senza dubbio i tempi di
montaggio del transistore al radiatore. Innanzitutto per-
che. a differenza del TO-3, i suoi terminali si trovano

sullo stesso piano del radiatore; in secondo luogo,
poiché potendosi esercitare una notevole pressione sul-
la parte centrale del radiatore -(fig. 10), questo con-
tenitore pud essere posto in stretto contatto con la
superficie del radiatore mediante clip. (fig. 11).

Ovviarmente, il TO-93 puo essere fissato sul radia-
tore anche mediante vite di fissaggio e, nel caso il
collettore debba essere isolato dal radiatore, & pre-
vista una rondella di mica e la relativa boccola isolante
per la vite (fig. 12).
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Fig. 17 - Fattore di amplificazione in funzione della corrente di collettore. In alto per il BDV 64/64A/64B; in basso per il
BDV 65/65A/65B.
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Fig. 19 - P., max in funzione della temperatura della base
di montaggio (BDV 64/65, BDV 64A/65A, BDV 64B/65B).

Tabella 4 - POTENZE «TRATTATE» DAl NUOVI TRAN-
SISTORI IN SOT-93 E DAI CORRISPON-

DENTI IN CONTENITORE TO-3

massima potenza tlissipata (in W) a T, = 25°C
Ve (V)
BDX64A BDV6&4A BDX65A BDV65A
(TO-3) (SOT-93) | (TO-3) (SOT-93)
10 117 125 117 125
30 70 125 70 125
60 15 44 15 65
80 8 28 8 42
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